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ANNOTATSIYA 

ZnO va SnO2 plyonkalarining elektr o‘tkazuvchanligi va shaffofligini oshirish 

uchun ularni doping qilish kerak. ZnO plyonkalarining rentgen nurlanishining 

difraksiya shakllari o‘rganish. ZnO qoplamalarining mikro tuzilishi, strukturaviy va 

morfologik xossalari DRON-3M qurilmasi (CuKα nurlanishi, λ = 1,5405 Å) va 

skanerlash elektron mikroskopi (SEMS-800, Hitachi, Yaponiya)  yordamida rentgen 

fazali tahlillari orqali aniqlandi. 

Kalit so‘zlar: ZnO, yupqa plyonkali quyosh elementlari, yarim o‘tkazgichli 

diodlar, kermet qoplamalar, ZnO qatlam, impulsli lazerli cho‘kma, SEMS-800, 

Hitachi, Yaponiya, DRON-3M, elektr o‘tkazuvchanlik. 

 

Optoelektronikada ZnO plyonkalari optik xossalarini o‘zgartiruvchi (masalan, 

sindirish ko‘rsatkichlariga mos keladigan) shaffof oqim yig‘uvchi kontakt sifatida va 

diffuziya to‘sig‘i sifatida ishlatiladi [1], [2].Fotovoltaiklarda ZnO qatlamlarini 

o‘rganish kerak. Cu(In,Ga)Se2 [4] va boshqa materiallar [1], [2], [5], [6] asosidagi 

yupqa plyonkali quyosh elementlarida yuqori shaffof elektr kontaktlari [3] va bufer 

qatlamlari sifatida foydalanish uchun.[7], [8], shuningdek – qisqa toʻlqinli 

yarimoʻtkazgichli diodli nurlatgichlar [2]. Shuningdek, p/n-ZnO konstruksiyalarini 

yupqa plyonkali nurlatgichlar va absorberlarni ishlab chiqishda qoʻllash qiziq. /n-ZnO 

qatlamlari yoki ularning hajmida yarimo‘tkazgichli nanokristal birikmalar  A2B6 [2]. 

Rux oksidi istiqbolli keng bo‘shliqli materiallardan biri bo‘lib, ichki 

nuqsonlarning yuqori konsentratsiyasiga erishish qobiliyati bilan tavsiflanadi: kislorod 

vakansiyalari va interstitsial sink atomlari, optik xususiyatlarni o‘zgartirish 

imkoniyatini ta’minlaydigan superstoxiometrik kislorod (rux bo‘shligi, VZn), o‘rta 

o‘tkazuvchanlik va "yashil"dagi intensiv lyuminesans, shuningdek, spektrning "qizil" 

mintaqasida lyuminessensiya [2], [9]. ZnO qatlamlarini olish, impulsli lazerli cho‘kma, 

kimyoviy bug‘larni cho‘ktirish va zol-gel texnologiyasi keng qo‘llaniladi [1], [2], [6], 

[7]. Bu usullar cho‘kma paytida yoki keyingi yuqori haroratli tavlanish paytida yuqori 

haroratlardan foydalanadi. Past haroratlar yordamida ZnO plyonkalarini olishning 

zamonaviy texnologiyalaridan biri magnetronni cho‘ktirish usulidir [2], [10], [11]. 
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Shunday qilib, ZnO plyonkalari asosidagi fotoaktiv mikroelektron qurilmalar 

qatlamlarining strukturaviy sezgir xususiyatlarini boshqarishning fizik asoslarini ishlab 

chiqish, ularning strukturaviy, elektr va optik xususiyatlarini optimallashtirish bilan 

bog‘liq muammolar dolzarbdir [12]. 

Ushbu ishda biz elektr qarshiligining berilgan qiymatlari bilan yuqori 

yo‘naltirilgan n-ZnO plyonkalarining shakllanishiga ta’sir qiluvchi asosiy 

parametrlarni o‘rgandik. 

Quyosh elementlari uchun reaktiv magnetronli purkash orqali ZnO plyonka hosil 

qilish sharoitlarini o‘rganish va yutuvchi qatlamlarini magnetik qatlamlarini halokatli 

ta’minlash ko‘rsatmaydigan bufer ZnO qatlamlarini cho‘ktirishning tejamkor 

rejimlarini ishlab chiqarishga chiqishi n-ZnO plyonka turli xil qurilmalari bilan 

yotqizilgan elektr qarshiligining turli qiymatlari mikro tuzilmalari va optik qurilmalar 

bilan o‘rganilgan. 

ZnO qoplamalarining mikro tuzilishi, strukturaviy va morfologik xossalari 

DRON-3M qurilmasi (CuKα nurlanishi, λ = 1,5405 Å) va skanerlash elektron 

mikroskopi (SEMS-800, Hitachi, Yaponiya)  yordamida rentgen fazali tahlillari   orqali 

aniqlandi. 

Mikrostrukturaning izotropik morfologiyasi va plyonka hosil qiluvchi ZnO 

kristallarining asos tekisligiga nisbatan bir xil turdagi imtiyozli yo‘nalishi o‘rnatiladi. 

ZnO plyonkalari uchun hisoblangan o‘rtacha kristall o‘lchami d qoplamalarning 

o‘tkazuvchanligidan qat’iy nazar, ~60-70 nm n-ZnO qoplamalari uchun kristallit 

o‘sishi yo‘nalishini izchil tartiblash (1, 2-rasmlar) plyonka tuzilmalarining yuqori 

kristalliligini ko‘rsatadi. 1-rasmda ko‘rsatilgan rentgen fazasini tahlil qilish 

ma’lumotlariga ko‘ra, i-ZnO va n-ZnO plyonkalari polikristalli bo‘lib, [002] yo‘nalishi 

bo‘yicha ustunlik bilan olti burchakli tuzilishda kristallanadi n-ZnO plyonkalarining 

diffraktsiya manzaralari birinchi va ikkinchi darajali (004) ko‘zgularning (002) 

tekisligidan mos ravishda 2Θ = 34.34o и 2Θ = 72.41o  da aks ettirishni ko‘rsatadi. 

Ikkala cho‘qqining burchak pozitsiyalari nominal toza rux oksidi uchun JCPDS jadval 

ma’lumotlari bilan yaxshi mos keladi. Xuddi shunday holat i-ZnO plyonkalari uchun 

ham xosdir. 

Rentgen fazali tahlil ma’lumotlari ZnO № 64 namunasining sirt tuzulishi qiymatining 

sirt relefi va ko‘ndalang bo‘linishi (2-rasm,a) elektron mikroskopiya natijalari bilan 

mos keladi (2-rasm, b). O‘rganilayotgan namunalarning sirt mikrorelefi va ko‘ndalang 

bo‘linishi fotosuratlari, shuningdek ularning rentgen fazali tahlillari ma’lumotlari 

o‘tkazuvchanlik qiymatidan qat’i nazar, kristalli ZnO plyonkalarining yuqori optik 

sifatini va ularning tuzilishining takrorlanishini tasdiqlaydi. 
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    1-rasm ZnO plyonkalarining rentgen nurlanishining difraksiya shakllari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-rasm ZnO plyonkasining vertikal qismi (a) va yuzasi (b) fotosuratlari (№ 64) 

 

 Bizning ishimizda Supero‘tkazuvchilar qoplamalarning optik shaffof 

qatlamlarining strukturaviy sezgir xususiyatlarini nazorat qilish uchun fizik asoslarni 

aniqlash uchun tadqiqot boshladik. Asos sifatida ZnO, SnO2, ITO kabi keng oraliqli 

yarim o‘tkazgichlar olindi. Qoplamalar toza ZnO va SnO2 oksidlaridan shisha 

tagliklarda termal chidamli purkash orqali ishlab chiqarilgan. Tajribalar shuni 

ko‘rsatdiki, ZnO va SnO2 qoplamalari stexiometriya buzilganligi sababli shaffof bo‘lib 

chiqdi, uzatish mos ravishda 38% va 69% ni tashkil etdi. Stexiometriyani tiklash uchun 

qoplamalar havoda Т = 375 0С da 1 soat davomida tablandi, shundan so‘ng 3-rasmda 

ko‘rsatilganidek, shaffoflik oshdi va ZnO uchun 70% va SnO2 uchun 80% ni tashkil 
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etdi, ammo elektr o‘tkazuvchanligi namunalar juda pastligicha qoldi. Adabiyotlardan 

ma’lumki, ZnO va SnO2 plyonkalarining elektr o‘tkazuvchanligi va shaffofligini 

oshirish uchun ularni doping qilish kerak. 

 

Rasm 3 Shisha tagliklarga tovlanishdan oldin va keyin yotqizilgan ZnO va 

SnO2 plyonkalarining o‘tkazish spektrlari 

 Magnitronli purkash texnologiyasidan foydalangan holda, birinchi qoplamalar 

Al2O3 (AZO) bilan qo‘shilgan ZnO nishonidan shisha tagliklarda ishlab chiqarilgan. 

Tajriba shuni ko‘rsatdiki, AZO qoplamasining o‘tkazuvchanligi 86% (4-rasm), sirt 

elektr o‘tkazuvchanligi 10 Ом/см2 dan kam. 

0

20

40

60

80

100

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

O
't

k
a

zu
v

cn
a

n
li

k
, 
%

To'lqin uzunlik, нм

пленка ZnO, до отжига

пленка ZnO, после отжига

0

20

40

60

80

100

300 500 700 900 1100

O
't

k
a

zu
v
ch

a
n

li
k

, 
%

To'lqin uzunlik, нм

https://t.me/Erus_uz


Educational Research in Universal Sciences                                                                                                         

ISSN: 2181-3515                                                                                       VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2023 
 

  
 

https://t.me/Erus_uz                         Multidisciplinary Scientific Journal                      May, 2023 577 

 

4-rasm.  Shisha tagliklarga yotqizilgan  Al2O3  qo‘shilgan  ZnO 

plyonkasining o‘tkazish spektri 
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